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Sposob trawienia bazy w poétprzewodnikowej diodzie
(p—n) — (1—h)

1

Wynalazek dotyczy sposobu trawienia bazy w
pbéiprzewodnikowej diodzie (p-n) — (1-h), dzieki kt6-
remu uzyskuje si¢ znaczne zmniejszenie gestosci
pradu nasycenia diody.

Zigcze 1-h w diodzie (p-n)— (I-h) spelia role
kontaktu bazy o matlej predkoéci rekombinacji no-
$nik6w mniejszoSciowych. W tym przypadku
wszelkie czynniki powodujgce szkodliwy efekt re-
kombinacji no$nikéw mniejszosciowych w obszarze
bazy musza by¢ usuniete. Aby to osiggnaé nalezy
po wykonaniu zigcz p-n i 1-h diody dokonaé wie-
lokrotnego trawienia elektrolitycznego obu tych
zlgcz az do calkowitego przetrawienia plytki poéi-
przewodnika, na ktérej zostaly one wykonane. Po
usunieciu zbednej cze§ci plytki pé6lprzewodnika,
uzyskuje sie diode posiadajgca obszar bazy o calej
powierzchni wykazujgcej znacznie zredukowane
wlasciwo$ci rekombinacyjne. Dzieki temu uzysku-
je sie bardzo mate gestosci pradu nasycenia w po-
réwnaniu do tych jakie sg obserwowane w przy-
padku diody, w ktérej dokonano trawienia chemi-
cznego powierzchni bazy lub lokalnego trawienia
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elektrolitycznego zlgcz p-n i 1-h bez odtrawiania
zbednej czeSci plytki poéiprzewodnikowej.

. Tytulem przykladu na fig. 1 przedstawiony jest
schemat przekroju niewytrawionej diody (p-n)—
— (I-h), w ktérej obydwa zlgcza 1 i 2 wykonano
technikg stopowg na plytce péiprzewodnikowej 3.
Na fig. 2 przedstawiono te samg diode z lokalnie
wytrawionymi obszarami zigcz p-n i 1-h (tak jak
si¢ to robilo zgodnie z dotychczasowym sposobem
wytwarzania), oraz na fig. 3 przekréj diody wy-
trawionej sposobem wedlug wynalazku gwarantu-
jacym znaczne zmniejszenie gesto$ci pradu nasy-
cenia diody.

Zastrzezenie patentowe

Spos6éb trawienia bazy w poéiprzewodnikowej
diodzie (p-n)— (1-h), w wyniku ktérego uzyskuje
si¢ znaczne zmniejszenie gesto$ci pradu nasycenia,
znamienny tym, Ze obydwa zlgcza p-n i 1-h diody
sg poddawane wielokrotnemu trawieniu elektroli-
tycznemu az do calkowitego przetrawienia plytki
pélprzewodnikowej, na ktérej zostaly wykonane.
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